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Початок етапу: 01.2020

Закінчення етапу: 12.2022

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Гетеропереходи на основі тонких плівок графіту та графену для застосування в електроніці, сонячній
енергетиці та детекторах частинок високої енергії

Назва роботи англійською:
Heterojunctions based on thin films of graphite and graphene for use in electronics, solar energy and high energy
particle detectors

Реферат українською:
За технологією «олівець-на-напівпровіднику» та методом електронно-променевого випаровування графіту
створені фоточутливі діоди Шотткі графіт/n-Si, графіт/n-Cd1-xZnxTe, шляхом перенесення нарисованої
плівки графіту на підкладку InP створено структури графіт/p-InP. Методом механічного відшарування
графіту з утворенням декількашарового графену у водному розчині полівінілпіролідону (PVP) із наступною
пульверизацією виготовлені поверхнево-бар’єрні структури графен/p-CdTe та графен/n-Si.

Реферат англійською:
Photosensitive Schottky diodes graphite/n-Si, graphite/n-Cd1-xZnxTe were created using the “pencil-on-
semiconductor” technology and the method of electron beam evaporation of graphite, graphite/p-InP structures
were created by transferring a drawn graphite film onto an InP substrate. Graphene/p-CdTe and graphene/n-Si
surface-barrier structures were fabricated by pulverization of the mechanical exfoliated graphite in an aqueous
solution of polyvinylpyrrolidone (PVP) with the formation of multilayer graphene.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Методи виготовлення гетероструктур на основі плівок графіту та графену

Назва НТП англійською: Methods for fabricating heterostructures based on graphite and graphene films

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Технології, Методи, теорії

Галузь застосування: М72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Напилення тонких плівок графіту методами: магнетронного розпилення, електронно-
променевого випаровування, рисування графітовим стержнем на поверхні напівпровідникових підкладок,
осадження колоїдного розчину. Отримання шарів графену методом пульверизації механічно відлущеного
графіту в органічних розчинниках за допомогою кухонного блендера. Поверхнево-бар’єрні структури
створені на основі плівок графіту та графену із заданими електро-фізичними властивостями.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: 01.2020

Закінчення етапу: 12.2022

Споживачі продукції: Для магістрів, аспірантів і докторантів, науковців.

Перспективні ринки: Україна

Характер співробітництва з інвестором
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Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
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